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(54)【発明の名称】 電子回路装置の製造方法

(57)【要約】
【課題】  半導体集積回路のパッドと回路基板との間の
導電接続の信頼性を高めた電子回路装置の製造方法を提
供する。
【解決手段】  端子パッド１２ａが形成されている面を
上側にして半導体集積回路のベアチップ１２をベース基
板１１ａ上に実装した後、ベアチップ１２の端子パッド
１２ａを覆うようにベース基板１１ａの上面に絶縁層１
１ｂを形成し、端子パッド１２ａ上の絶縁層１１ｂを除
去してビアホール１５を形成し、ビアホール１５内に端
子パッド１２ａに導電接続する導電体１６を充填した
後、絶縁層１１ｂの上面に配線導体１４を形成する。さ
らに、配線導体１４の上に絶縁層１１ｃを形成する。ビ
ルドアップ方式によって電子回路装置１０を製造する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  多層回路基板と、１つの主面に端子パッ
ドを有するチップ状電子部品とを備えた電子回路装置の
製造方法であって、
前記端子パッドが形成されている主面を上側にして前記
チップ状電子部品をベース基板上に実装する工程と、
前記ベース基板の上面に、前記ベース基板に実装された
チップ状電子部品の側面から上面に亘って前記端子パッ
ドを覆うように絶縁層を形成する工程と、
前記絶縁層の前記端子パッド上の部分を除去してビアホ
ールを形成する工程と、
該ビアホール内に前記端子パッドに導電接続する導電体
を充填する工程と、
前記絶縁層の上面に配線導体を形成する工程とを実施し
て電子回路装置を製造することを特徴とする電子回路装
置の製造方法。
【請求項２】  前記配線導体が形成された絶縁層上に第
２絶縁層を形成する工程と、
前記配線導体の所定位置上部の第２絶縁層を除去してビ
アホールを形成する工程と、
該ビアホール内に前記配線導体に導電接続する導体を充
填する工程とを有することを特徴とする請求項１記載の
電子回路装置の製造方法。
【請求項３】  電気的絶縁性を有する感光性樹脂を前記
絶縁層の形成材料として用い、該感光性樹脂を絶縁層形
成対象部分に被覆し、前記ビアホールを形成する位置を
覆うフォトマスクを介して前記感光性樹脂を露光して硬
化させた後、非露光部分を除去して前記ビアホールを形
成することを特徴とする請求項１記載の電子回路装置の
製造方法。
【請求項４】  前記端子パッドが銅からなるチップ状電
子部品を用いると共に、
前記ビアホール内に前記端子パッドに導電接続する導電
体を充填する工程では、
前記ビアホール内に露出した端子パッドの表面の酸化層
を除去し、
該端子パッドの表面にパラジウム処理を施した後、
該端子パッド表面に銅メッキ層を化学的に成長させるこ
とにより前記ビアホール内に導電体を充填することを特
徴とする請求項１記載の電子回路装置の製造方法。
【請求項５】  前記絶縁層の表面に配線導体を形成する
工程では、前記絶縁層の表面を粗化した後に配線導体を
形成することを特徴とする請求項１記載の電子回路装置
の製造方法。
【請求項６】  前記ビアホール内に充填する導電体とし
て銅を用いると共に、
前記絶縁層の上面に配線導体を形成する工程では、
前記絶縁層及び前記導電体の表面に銅メッキ層を化学的
に形成し、
該銅メッキ層の表面に感光性樹脂を被覆し、 *
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*前記配線導体を形成する位置を覆うフォトマスクを介し
て前記感光性樹脂を露光して硬化させ、さらに非露光部
分の感光性樹脂を除去して前記銅メッキ層を露出させた
後、
ピロリン酸銅メッキ溶液に浸して前記銅メッキ層に通電
し、前記銅メッキ層の露出部分に銅メッキ層を電気的に
成長させた後、
前記感光性樹脂を除去すると共に前記化学に形成した銅
メッキ層の露出部分を除去することにより前記配線導体
を形成することを特徴とする請求項１記載の電子回路装
置の製造方法。
【請求項７】  前記絶縁層を形成する工程では、電気的
絶縁性を有する樹脂をスピンコートした後に該樹脂を硬
化させて前記絶縁層とすることを特徴とする請求項１記
載の電子回路装置の製造方法。
【請求項８】  前記第２絶縁層の表面にビアホール内の
導電体に導電接続するランドを形成する工程と、
前記第２絶縁層の表面に電子部品を実装し、該電子部品
の端子電極を前記ランドに導電接続する工程とを有する
ことを特徴とする請求項２記載の電子回路装置の製造方
法。
【請求項９】  前記チップ状電子部品が、半導体集積回
路素子のベアチップであることを特徴とする請求項１記
載の電子回路装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、多層構造の電子回
路装置及びその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、電子機器の小型化に伴い、半導体
集積回路（ＩＣ）のベアチップを高密度実装した電子回
路装置が用いられるようになってきた。さらに、電子回
路装置に用いられる回路基板を多層化して回路基板の小
型化が図られており、回路基板を多層化する際にビルド
アップ基板の採用が増えている。
【０００３】一方、半導体ＩＣのベアチップを回路基板
上にマウントする場合には、ベアチップの信号パッドを
直接回路基板上の接続用ランドに接続して実装するフリ
ップチップ接続が行われる。
【０００４】一般に、半導体ＩＣのベアチップは、その
１つの面の周縁部に沿って電極を構成するパッドが配列
されており、ベアチップを直接回路基板にマウントする
ときは、パッドの表面に半田バンプを形成し、この半田
バンプと回路基板の接続用ランドとを異方性導電フィル
ム或いは異方性導電樹脂を介して電気的に接続するフリ
ップチップ接続が行われている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、近年の
小型化技術の進歩に伴い半導体ＩＣベアチップのパッド
間ピッチがさらに狭くなってきているので、異方性導電
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3
フィルムや異方性導電樹脂の中に混入されている導電粒
子の大きさが、半導体ＩＣベアチップのパッドやパッド
間ピッチの大きさに近づきつつあり、このためパッド間
で短絡が発生する不具合が生じることが多くなってき
た。これは、製造コストが低くならない一要因となって
いる。
【０００６】本発明の目的は上記の問題点に鑑み、半導
体集積回路のパッドと回路基板との間の導電接続の信頼
性を高めた電子回路装置の製造方法を提供することであ
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達
成するために請求項１では、多層回路基板と、１つの主
面に端子パッドを有するチップ状電子部品とを備えた電
子回路装置の製造方法であって、前記端子パッドが形成
されている主面を上側にして前記チップ状電子部品をベ
ース基板上に実装する工程と、前記ベース基板の上面
に、前記ベース基板に実装されたチップ状電子部品の側
面から上面に亘って前記端子パッドを覆うように絶縁層
を形成する工程と、前記絶縁層の前記端子パッド上の部
分を除去してビアホールを形成する工程と、該ビアホー
ル内に前記端子パッドに導電接続する導電体を充填する
工程と、前記絶縁層の上面に配線導体を形成する工程と
を実施して電子回路装置を製造する電子回路装置の製造
方法を提案する。
【０００８】該電子回路装置の製造方法では、端子パッ
ドが形成されている主面を上側にして前記チップ状電子
部品が前記ベース基板上に実装された後、前記チップ状
電子部品の端子パッドを覆うように前記ベース基板の上
面に絶縁層が形成され、前記端子パッド上の絶縁層が除
去されてビアホールが形成され、該ビアホール内に前記
端子パッドに導電接続する導電体が充填されたのち、前
記絶縁層の上面に配線導体が形成されて電子回路装置が
ビルドアップ方式によって製造される。これにより、前
記チップ状電子部品が多層回路基板の内部に埋設された
電子回路装置が製造される。
【０００９】また、請求項２では、請求項１記載の電子
回路装置の製造方法において、前記配線導体が形成され
た絶縁層上にさらに第２絶縁層を形成した後、前記配線
導体の所定位置上部の第２絶縁層を除去してビアホール
を形成し、該ビアホール内に前記配線導体に導電接続す
る導体を充填して電子回路装置を製造する。
【００１０】また、請求項３では、請求項１記載の電子
回路装置の製造方法において、電気的絶縁性を有する感
光性樹脂を前記絶縁層の形成材料として用い、該感光性
樹脂を絶縁層形成対象部分に被覆し、前記ビアホールを
形成する位置を覆うフォトマスクを介して前記感光性樹
脂を露光して硬化させた後、非露光部分を除去して前記
ビアホールを形成する電子回路装置の製造方法を提案す
る。
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【００１１】該電子回路装置の製造方法では、感光性樹
脂を用いて前記絶縁層を形成しているので、所望の厚み
の絶縁層を容易に形成できると共に、所望の口径のビア
ホールを所望位置に正確に形成することができる。
【００１２】また、請求項４では、請求項１記載の電子
回路装置の製造方法において、前記端子パッドが銅から
なるチップ状電子部品を用いると共に、前記ビアホール
内に前記端子パッドに導電接続する導電体を充填する工
程では、前記ビアホール内に露出した端子パッドの表面
の酸化層を除去し、該端子パッドの表面にパラジウム処
理を施した後、該端子パッド表面に銅メッキ層を化学的
に成長させることにより前記ビアホール内に導電体を充
填する電子回路装置の製造方法を提案する。
【００１３】該電子回路装置の製造方法では、前記端子
パッドの酸化層を除去してパラジウム処理を施すことに
より端子パッド表面にパラジウムを付着させることによ
り、化学的な銅メッキ層が成長しやすくしている。
【００１４】また、請求項５では、請求項１記載の電子
回路装置の製造方法において、前記絶縁層の表面に配線
導体を形成する工程では、前記絶縁層の表面を粗化した
後に配線導体を形成する電子回路装置の製造方法を提案
する。
【００１５】該電子回路装置の製造方法では、前記絶縁
層の表面を粗化した後に配線導体を形成することによ
り、絶縁層の表面と配線導体との接触面積が増加され、
これらの間の接着強度が増大する。
【００１６】また、請求項６では、請求項１記載の電子
回路装置の製造方法において、前記ビアホール内に充填
する導電体として銅を用いると共に、前記絶縁層の上面
に配線導体を形成する工程では、前記絶縁層及び前記導
電体の表面に銅メッキ層を化学的に形成し、該銅メッキ
層の表面に感光性樹脂を被覆し、前記配線導体を形成す
る位置を覆うフォトマスクを介して前記感光性樹脂を露
光して硬化させ、さらに非露光部分の感光性樹脂を除去
して前記銅メッキ層を露出させた後、ピロリン酸銅メッ
キ溶液に浸して前記銅メッキ層に通電し、前記銅メッキ
層の露出部分に銅メッキ層を電気的に成長させた後、前
記感光性樹脂を除去すると共に前記化学に形成した銅メ
ッキ層の露出部分を除去することにより前記配線導体を
形成している。これにより、配線導体を容易に形成する
ことができる。
【００１７】また、請求項７では、請求項１記載の電子
回路装置の製造方法において、前記絶縁層を形成する工
程では、電気的絶縁性を有する樹脂をスピンコートした
後に該樹脂を硬化させて前記絶縁層としている。
【００１８】また、請求項８では、請求項２記載の電子
回路装置の製造方法において、前記第２絶縁層の表面に
ビアホール内の導電体に導電接続するランドを形成する
工程と、前記第２絶縁層の表面に電子部品を実装し、該
電子部品の端子電極を前記ランドに導電接続する工程と
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5
を有する電子回路装置の製造方法を提案する。
【００１９】該電子回路装置の製造方法では、チップ状
電子部品が埋設された多層回路基板上に電子部品が実装
された電子回路装置が構成される。
【００２０】また、請求項９では、請求項１記載の電子
回路装置の製造方法において、前記チップ状電子部品が
半導体集積回路素子のベアチップである電子回路装置の
製造方法を提案する。
【００２１】該電子回路装置の製造方法では、半導体集
積回路素子のベアチップが埋設された多層回路基板を容
易に製造できる。
【００２２】
【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の一
実施形態を説明する。
【００２３】図１は、本発明の第１の実施形態における
電子回路装置を示す側断面図である。図において、１０
は電子回路装置で、多層回路基板１１の内部に半導体集
積回路のベアチップ１２が埋設され、ベアチップ１２の
端子パッドに接続された外部電極としての半田バンプ１
３を多層回路基板１１の上面に有するものである。即
ち、電子回路装置１０は、ベアチップ１２のパッケージ
を多層回路基板によって形成したものである。
【００２４】多層回路基板１１は、複数の絶縁層１１ａ
～１１ｃと、絶縁層の間に設けられた配線導体１４、及
びビアホール１５に充填された導電体１６から構成され
ている。図に示す最下層の絶縁層１１ａはベース基板と
なるもので、その材質は樹脂、金属、セラミックスなど
が用いられる。また、この他の絶縁層１１ｂ，１１ｃは
樹脂によって形成されている。
【００２５】ベアチップ１２は、矩形の板状をなし、１
つの主面（図１では上面）にグリッド状に配置された銅
（Ｃｕ）から成る複数の端子パッド１２ａを有してい
る。この複数の端子パッド１２ａのそれぞれはビアホー
ル１５内の導電体１６及び配線導体１４を介して最上層
の絶縁層１１ｃ表面に形成された半田バンプ１３に導電
接続されている。
【００２６】上記構成の電子回路装置１０は次の製造方
法によって形成されたものである。以下、電子回路装置
１０の製造方法に関して図２乃至図１５を参照しながら
説明する。
【００２７】まず、厚みが０．３ｍｍのアルミナ基板２
１をベース基板となる絶縁層１１ａとして用意する。こ
の絶縁層１１ａの上面に、ベアチップ１２の裏面を上に
向けて、即ち端子パッド１２ａが形成されている面を上
面として、エポキシ系樹脂２２で接着する（図２）。
【００２８】ここで、エポキシ系樹脂２２は、硬化した
後に５μｍ厚になるように塗布されている。さらに、こ
のエポキシ系樹脂２２の線形膨張係数は、アルミナ基板
２１やシリコン（Ｓｉ）の線形膨張係数との差が±２０
％以内に調整されている。
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【００２９】次に、以下で使用するメッキ液に対して耐
性を有するエポキシ系の感光性樹脂（粘度２０ｐｓ）２
３を、アルミナ基板２１上に配置されたベアチップ１２
を覆うようにスピンコートする（図３）。このとき、ベ
アチップ１２上が厚み２０μｍで塗布されるように、ス
ピンコーターを調整する。絶縁層の樹脂は、メッキ液に
対する耐性があれば、ポリイミド等を用いても良い。
【００３０】次いで、感光性樹脂２３を乾燥した後、ベ
アチップ１２のＣｕ端子パッド１２ａだけを覆うように
パターンが配置されたフォトマスク（図示せず）を用い
て、感光性樹脂２３を露光及び現像して硬化させる。こ
うして、Ｃｕ端子パッド１２ａの上部だけが開口した絶
縁層１１ｂが形成される（図４）。この開口部２３ａが
ビアホール１５になる。
【００３１】次に、Ｃｕ端子パッド１２ａの表面に形成
されている酸化層を酸性溶液で除去した後、パラジウム
処理をする。パラジウムは、Ｃｕ端子パッド１２ａの表
面に選択的に付着する。この後、化学的なＣｕメッキ処
理を施す。これにより、Ｃｕメッキ層２４が、Ｃｕ端子
パッド１２ａ上に成長する。こうして、ビアホール１５
がＣｕメッキ層２４によって完全に充填されるまで、化
学的なＣｕメッキ処理を実施する（図５）。ビアホール
１５内に充填されたＣｕメッキ層２４が導電体１６にな
る。
【００３２】ビアホール１５がＣｕメッキ２４によって
充填された後、過マンガン酸カリウムを主成分とする溶
液を用いて、絶縁層１１ｂの表面を適度に粗化する。こ
れにより、絶縁層１１ｂの表面とこの上に形成する配線
導体１４との接触面積が増加され、これらの間の接着強
度を高めることができ、信頼性を向上できる。
【００３３】次いで、絶縁層１１ｂとビアホール１５内
に充填されたＣｕの上面に、化学的なＣｕメッキ処理を
施して、０．３μｍの厚みのＣｕメッキ層２５を形成す
る（図６）。
【００３４】次に、この化学Ｃｕメッキ層２５の表面
を、１０μｍの厚みに感光性樹脂２６で被覆する（図
７）。
【００３５】次いで、感光性樹脂２６を乾燥した後、１
層目の配線パターンが配置されたフォトマスク（図示せ
ず）を用いて、感光性樹脂２６を露光及び現像して硬化
させる。こうして、配線パターンに対応した開口部２６
ａが形成された絶縁層が形成される（図８）。
【００３６】この後、ピロリン酸Ｃｕメッキ浴中で化学
Ｃｕメッキ層２５に通電し（電流密度６０Ａ／ｍ2）、
配線パターン状の開口部２６ａ内に、電気的なＣｕメッ
キ層２７を高さ１０μｍに成長させる（図９）。
【００３７】次に、感光性樹脂２６によって形成した絶
縁層を、専用の剥離液で除去（図１０）した後、８％ｗ
ｔ－ＨＣｌ溶液を用いて化学Ｃｕメッキ層２５の露出さ
れている部分だけを完全に除去する（図１１）。これに
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7
より、１層目の配線導体１４が形成される。
【００３８】この後、電気Ｃｕメッキ層２７の表面を、
亜塩素酸ナトリウムを主成分とする溶液で黒化処理し、
前述同様の感光性樹脂（粘度２０ｐｓ）２３を、Ｃｕメ
ッキ層２７を覆うようにスピンコートする（図１２）。
このとき、Ｃｕメッキ層２７上に２０μｍの厚みで塗布
されるように、スピンコーターを調整する。
【００３９】次いで、感光性樹脂２３を乾燥した後、ビ
アホール１５の形成位置だけを覆うようにパターンが配
置されたフォトマスク（図示せず）を用いて、感光性樹
脂２３を露光及び現像して硬化させる。この際に用いる
フォトマスクは、１層目と２層目の配線を接続するビア
ホール１５のパターンを有するものである。
【００４０】こうして、ビアホール１５となる開口部２
３ａが形成された絶縁層１１ｃが形成される（図１
３）。
【００４１】次に、開口部２３ａの底に露出しているＣ
ｕ配線導体１４の表面に形成されている酸化層を酸性溶
液で除去した後、前述と同様にパラジウム処理をする。
パラジウムは、Ｃｕ配線導体１４の表面に選択的に付着
する。この後、化学的なＣｕメッキ処理を施す。これに
より、Ｃｕメッキ層２８が、Ｃｕ配線導体１４上に成長
する。こうして、ビアホール１５がＣｕメッキ層２８に
よって完全に充填されるまで、化学的なＣｕメッキ処理
を実施する（図１４）。ビアホール１５内に充填された
Ｃｕメッキ層２８が導電体１６になる。
【００４２】ビアホール１５がＣｕメッキによって充填
された後、最表層の絶縁層１１ｃの表面に露出している
ビアホール１５内のＣｕメッキ層２８上に、半田バンプ
１３を形成する（図１５）。これにより、電子回路装置
１０が完成する。
【００４３】半田バンプ１３は、メッキや半田ボールな
どによって形成される。また、半田バンプ１３ではな
く、ボンディングパッドを形成しても良い。
【００４４】また、前述した工程を適宜繰り返すことに
より、所望する層数の多層回路基板を形成することがで
きる。さらに、他のベアチップを任意の層に埋設するこ
とも可能であり、またベアチップ以外のチップ状電子部
品を埋設することも容易に可能である。
【００４５】前述した製造方法によれば、ベアチップ１
２の端子パッド１２ａ上の絶縁層１１ｂにビアホール１
５を形成し、ビアホール１５内にＣｕメッキ処理によっ
て導電体１６を充填するビルドアップ方式を用いている
ので、端子パッド１２ａと導電体１６の間の電気的接続
を高めることができる。
【００４６】さらに、感光性を利用してビアホール１５
を形成しているため、微細な口径のビアホール１５を容
易に形成することができるので、ベアチップ１２の端子
パッド１２ａ間のピッチが狭くなっても、十分に隣接ビ
アホール間の絶縁性を維持することができる。
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【００４７】また、メッキ処理によってビアホール１５
内に導電体１６を充填しているので、容易に形成するこ
とができる。
【００４８】次に、本発明の第２の実施形態を説明す
る。
【００４９】図１６は、第２の実施形態における電子回
路装置３０を示す側断面図である。図において、前述し
た第１の実施形態と同一構成部分は同一符号を持って表
しその説明を省略する。また、第２の実施形態と第１の
実施形態との相違点は、ベース基板であるアルミナ基板
２１に代えて、一部分が熱伝導率の高い金属３２からな
り、他の部分が樹脂からなるベース基板３１を用いたこ
とである。この金属３２の上面にベアチップ１２を実装
している。これにより、ベアチップ１２からの発熱を効
率的に外部に発散することができる。
【００５０】次に、本発明の第３の実施形態を説明す
る。
【００５１】図１７は、第３の実施形態における電子回
路装置４０を示す側断面図である。図において、前述し
た第１の実施形態と同一構成部分は同一符号を持って表
しその説明を省略する。また、第３の実施形態と第１の
実施形態との相違点は、層数を増やして４つの絶縁層４
１ａ～４１ｄを有する多層回路基板４１を備え、多層回
路基板４１の上面に部品搭載用のランド４２及び配線導
体４３を形成して電子部品４４を搭載し、最下層のベー
ス基板４１ａの底面に接続用の半田バンプ４５を形成し
たことである。この場合も製造方法は第１の実施形態と
同様である。
【００５２】尚、前述した実施形態は本発明の一具体例
であり、本発明がこれらのみに限定されることはない。
【００５３】
【発明の効果】以上説明したように本発明の請求項１乃
至請求項９記載の電子回路装置の製造方法によれば、多
層回路基板の内部にチップ状電子部品を埋設し、該チッ
プ状電子部品の端子パッド上にビアホールを形成し導電
体を充填して端子パッドと導電体を接続した後、さらに
前記導電体に接続する配線導体を形成するというビルド
アップ方式を用いているので、前記端子パッドと前記導
電体及び配線導体との間の電気的接続を高めることがで
きると共に、端子パッド間のピッチが狭くなっても端子
パッド間が短絡し難い。
【００５４】また、請求項３によれば、上記の効果に加
えて、感光性を利用してビアホールを形成しているの
で、微細な口径のビアホールを形成可能になり、チップ
状電子部品の端子パッド間ピッチがさらに狭まっても、
十分に隣接ビアホール間の絶縁性を維持することができ
る。
【００５５】また、請求項４によれば、上記の効果に加
えて、端子パッドに導電接続したビアホール内の導電体
を容易に形成することができる。
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【００５６】また、請求項５によれば、上記の効果に加
えて、絶縁層の表面を粗化した後に配線導体を形成して
いるので、絶縁層の表面と配線導体との接触面積が増加
され、これらの間の接着強度を高めることができ、信頼
性を向上できる。
【００５７】また、請求項６によれば、上記の効果に加
えて、前記絶縁層上に配線導体を簡単に形成することが
できる。
【００５８】また、請求項７によれば、上記の効果に加
えて、表面が平らで凹凸のない絶縁層を容易に形成する
ことができる。
【００５９】また、請求項８によれば、上記の効果に加
えて、チップ状電子部品を備えた電子回路装置を小型化
することができる。
【００６０】また、請求項９によれば、上記の効果に加
えて、半導体集積回路のベアチップを備えた電子回路装
置を小型化することができると共に、半導体集積回路の
ベアチップを埋設した多層回路基板自体をベアチップの
パッケージにすることも可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態における電子回路装置
を示す側断面図
【図２】本発明の第１の実施形態における製造方法を説
明する工程図
【図３】本発明の第１の実施形態における製造方法を説
明する工程図
【図４】本発明の第１の実施形態における製造方法を説
明する工程図
【図５】本発明の第１の実施形態における製造方法を説
明する工程図
【図６】本発明の第１の実施形態における製造方法を説
明する工程図
【図７】本発明の第１の実施形態における製造方法を説*

10
*明する工程図
【図８】本発明の第１の実施形態における製造方法を説
明する工程図
【図９】本発明の第１の実施形態における製造方法を説
明する工程図
【図１０】本発明の第１の実施形態における製造方法を
説明する工程図
【図１１】本発明の第１の実施形態における製造方法を
説明する工程図
【図１２】本発明の第１の実施形態における製造方法を
説明する工程図
【図１３】本発明の第１の実施形態における製造方法を
説明する工程図
【図１４】本発明の第１の実施形態における製造方法を
説明する工程図
【図１５】本発明の第１の実施形態における製造方法を
説明する工程図
【図１６】本発明の第２の実施形態における電子回路装
置を示す側断面図
【図１７】本発明の第３の実施形態における電子回路装
置を示す側断面図
【符号の説明】
１０，３０，４０…電子回路装置、１１…多層回路基
板、１１ａ，１１ｂ，１１ｃ…絶縁層、１２…半導体集
積回路ベアチップ、１２ａ…端子パッド、１３…半田バ
ンプ、１４…配線導体、１５…ビアホール、１６…導電
体、２１…アルミナ基板、２２…エポキシ系樹脂、２３
…感光性樹脂、２３ａ…開口部、２４…Ｃｕメッキ層、
２５…Ｃｕメッキ層、２６…感光性樹脂、２７…Ｃｕメ
ッキ層、２８…Ｃｕメッキ層、３１…ベース基板、３２
…熱導電性金属、４１…多層回路基板、４１ａ～４１ｄ
…絶縁層、４２…ランド、４３…配線導体、４４…電子
部品、４５…半田バンプ。

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】
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